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МОДУЛЬ-1
Варіант 1.

1. Контакт метал-напівпровідник. Енергетична зонна діаграма і характеристики.
2. Ефект Холла.
3. Високочастотна вольт-фарадна характеристика МДН структури. 
Варіант 2.

1. P-n перехід. Енергетична зонна діаграма і характеристики.
2. Ефект Ернста-Етінгсгаузена.
3. Омічний контакт.
Варіант 3.

1. Гетероперехід. Енергетична зонна діаграма і характеристики.
2. Ефект Томсона.
3. Схеми включення біполярного транзистора. 
Варіант 4.

1. Біполярний транзистор. Принцип роботи.
2. Ефект Пельтє.
3. Вираз для положення максимуму бар’єру при ефекті Шотткі. 
Варіант 5.

1. МДН структура. Енергетична зонна діаграма ідеальної МДН структури.
2. Термо-ерс.
3. Навести та пояснити формулу для зниження висоти бар’єру при ефекті Шотткі.
Варіант 6.

1. МДН транзистор. Принцип роботи. 
2. Що вивчає напівпровідникова електроніка?
3. Ефект Шотткі.
Індивідуальні питання:
1. Види пробою p-n переходу.
2. Як визначити знак рухливих носіїв заряду за допомогою термозонду?
3. Дрейфова рухливість носіїв заряду.
4. Кут Холла 
5. Постійна Холла.
6. Зв’язок між термоелектричними кінетичними коефіцієнтами.
7. Постійна Річардсона.
8. Визначення висоти бар’єру контакту метал-напівпровідник методом вольт-амперної характеристики.
9. Визначення висоти бар’єру контакту метал-напівпровідник методом енергії активації.
10. Визначення висоти бар’єру контакту метал-напівпровідник методом вольт-фарадної характеристики.
11. Визначення висоти бар’єру контакту метал-напівпровідник фотоелектричним методом.
12. Вираз для ширини збідненої області різкого p-n переходу. 
13. Вираз для вольт-амперної характеристики p-n переходу.
14. Пробій p-n переходу в результаті теплової нестійкості.
15. Пробій p-n переходу в результаті тунельного ефекту.
16. Пробій p-n переходу в результаті лавинного помноження.
17. Випрямляч струму на основі p-n переходу.
18. Стабілітрон.
19. Варистор.
1. Варактор.
2. Вираз для ширини збідненої області гетеропереходу.
3. Вираз для ємності збідненої області гетеропереходу.
4. Надградка.
5. Вираз для коефіцієнту підсилення струму в біполярному транзисторі зі спільною базою. 
6. Вираз для коефіцієнту підсилення струму в біполярному транзисторі зі спільним емітером. 
7. Дрейфовий біполярний транзистор.
8. Число Гуммеля.
9. Ефект Кірка.
10. Ефект Ерлі.
11. Напруга Ерлі.
12. Вольт-амперні характеристики p-n-p транзистора зі спільною базою. 
13. Вольт-амперні характеристики p-n-p транзистора зі спільним емітером. 
14. Вираз для частоти відсічки p-n-p транзистора. 
15. Довжина Дебая.
16. Фіксований заряд в SiO2 МОН структури.

17. Зсув вольт-фарадних характеристик МДН структури під дією заряду в діелектрику.
18. Вольт-амперні характеристики МДН транзистора.
38. Коротко канальні ефекти.
39. Енергонезалежні МДН елементи пам’яті з плаваючим затвором.
40. Енергонезалежні МДН елементи пам’яті з подвійним діелектриком.
